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Datum

Hodnoceni

1 Ovéreni vlastnosti fotoodporu

Fotoodpor jsme zapojili sériové s méficim odporem s hodnotou R, = 2050 Ohm. A na oba odpory
pfipojili napdjeci zdroj Uy = 10 V. Postupné jsme pak ménili intenzitu zafeni dopadajictho na odpor
pomoci Sedoténovych filtrii a na méficim odporu odecitali napéti digitalnim multimetrem. Vysledny
odpor jsme pak vypocetli z naméfenych hodnot, pomoci vztahu. Je vidét, Ze odpor fotoodporu s
rostoucim osvétlenim klesd a napéti na méficim odporu proto roste.

(Uo—Uz)R,
Rp = i (D
Svételny ptikon[mW] | Uz [V] Rozsviceno | Uz [V] Zhasnuto | R [Ohm]
2,94 9,191 9,18 180
1,42 8,923 8,94 247
0,56 8,498 8,4 362
0,26 8,066 7,94 491
0,12 7,48 7,191 690
0,048 6,719 6,024 1001
0,022 6,1 4,851 1310

Tabulka 1: Naméfené hodnoty napéti a vypoctené hodnoty fotoodporu

2 VA charakteristika fotoodporu

Pii méfeni voltampérové charakteristiky jsme méli fotoodpor pfipojeny ke zdroji a digitdlnim multi-
metrem jsme méfili jim protékajici proud.

Naméiend charakteristika pro vétsi dopadajici opticky vykon se 1i$i od linearni zavislosti pravdépodobné
proto, Ze odpor fotoodporu byl jiz dostate¢né nizky na to, aby protékajici proud mohl zplisobit zahtati
polovodice a tim zvySeni protékajiciho proudu nad o¢ekdvanou mez.

VA charakteristika fotodiody
Spektralni citlivost fotodiody

Fotovoltaické zapojeni fotodiody

S u»n A W

Proudova charakteristika fototranzistoru

Pfi méfeni proudové charakteristiky fototranzistoru jsme postupovali obdobné jako pii méfeni na
fotoodporu. S tim rozdilem, ze nyni byl 12, = 100,3 Ohm a napdjeci napéti Uy =5 V.
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Obrazek 1: Zavislost odporu fotoodporu na vykonu dopadajiciho zareni 650nm

I[mA]
U[V]] 0,26 mW | 0,022 mW

0 0 0

1 1,83 0,479
2 3,68 0,974
3 5,452 1,429
4 7,34 1,922
5 9,157 2,399
6 11,082 2,899
7 12,954 3,37
8 14,83 3,84
9 16,703 4,33
10 18,518 4,779

Tabulka 2: Naméfené hodnoty voltampérové charakteristiky fotoodporu
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Obrazek 2: VA charakteristika fotoodporu pro dvé hodnoty vykonu dopadajiciho zafeni
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Obrazek 3: Charakteristiky PIN diody ve fotovoltaickém rezimu



Svételny piikon[mW] | Ur[V] | Ice [mA]

2,94 2,44 243
1,42 1,18 11,8
0,56 0,43 43
0,26 0,18 1,8
0,12 0,08 0,8

0,048 0,03 0,3

0,022 0,01 0,1

Tabulka 3: Hodnoty proudu fototranzistorem
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Obrazek 4: Proud protékajici fototranzistorem v zavislosti na vykonu dopadajiciho zareni
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